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1. Sudėtinis elementas (1), susidedantis iš silicio puslaidininkinio padėklo (2) ir jo apdorojamame paviršiuje suformuotų legiruoto sluoksnio/ sluoksnių/ struktūrų (4), 

b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad puslaidininkinio padėklo (2) paviršius yra poliruotas, paviršiuje nustatytose vietose yra suformuoti užduoto gylio ir pločio izoliaciniai grioveliai (6), griovelių gylis yra didesnis nei legiruotų sluoksnių storis ir mažesnis nei padėklo storis arba mažesnis nei 150μm, jei padėklo storis šią vertę viršija, griovelių plotis yra didesnis nei 3μm.

2. Sudėtinis elementas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad minėto puslaidininkinio padėklo paviršius dengtas dielektriniu/puslaidininkiniu sluoksniu (pasyvacine danga) (3), arba keliais dielektriniais/puslaidininkiniais sluoksniais, kiekvienos kurių storis yra mažesnis nei 300nm.

3. Sudėtinis elementas pagal 1-2 punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad minėto puslaidininkinio padėklo (2) paviršius tekstūruotas atsitiktinėmis piramidėmis arba kitu žinomu tekstūros tipu.

4. Sudėtinis elementas pagal 1-3 punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad minėto puslaidininkinio padėklo (2) apdirbamame paviršiuje yra suformuoti metaliniai kontaktai (5).

5. Sudėtinio elemento gamybos būdas, apimantis šis pakopas: puslaidininkinio padėklo (2) paviršiaus paruošimą, dielektrinių/puslaidininkinių sluoksnių (3) dengimą ir metalo kontaktų (5) formavimą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad minėto izoliacinio griovelio suformavimui naudojama ultratrumpų femtosekundinių (<400fs) impulsų ultravioletinio diapazono lazerinė abliacija, vykdoma skanuojant lazerio pluoštą sudėtinio elemento paviršiumi pasirinktu greičiu.

6. Sudėtinio elemento gamybos būdas pagal 5 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad ultratrumpų femtosekundinių (<400fs) impulsų ultravioletinio diapazono lazerinė abliacija izoliaciniams grioveliams formuoti vykdoma judinant sudėtinį elementą lazerinio pluošto atžvilgiu pasirinktu greičiu.

7. Sudėtinio elemento gamybos būdas pagal 5 ir 6 punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad ultratrumpų femtosekundinių impulsų (<400fs) ultravioletinio diapazono lazerinė abliacija vykdoma naudojant daugiau nei vieną lazerinį pluoštą vienu metu.
